Квантовые ямы AlGaInAs для спектрального диапазона 1300-1550 нм
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Спектральный диапазон 1300-1550 нм представляет собой телекоммуникационный диапазон. Инжекционные полупроводниковые лазеры долгое время совершенствовались, прежде чем смогли в достаточной мере удовлетворить требованиям широкого класса телекоммуникационных систем. Цифровым наземным и подводным линиям дальней связи требуются надёжные и быстродействующие лазеры с малым чирпом. [1]                                             
Первая проблема создания таких лазеров заключается  в том, что носители заряда могут покидать  активную область, снижая квантовую эффективность прибора. Оже-рекомбинация дополнительно уменьшает излучательную рекомбинацию, снижая коэффициент полезного действия. 
Для борьбы с указанными эффектами очень действенным оказался подход создания упругих напряжений активной области, позволяя отодвинуть порог генерации дислокаций несоответствия.

Основной задачей работы являлось построение линий постоянного уровня 1300 нм и 1550 нм в случаях, когда материал ямы AlGaInAs согласован с подложкой InP и когда в квантовую яму и барьерный слой вносится упругое напряжение. Математическую модель данной схемы задаёт система уравнений [2]:
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Дальнейшее исследование связано с изучением параметров упруго напряжённой квантовой ямы AlGaInAs, а также анализов полученных результатов.
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